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Typisierte Amateurschaltkreise sind seit nunmehr
10 Jahren zum festen Bestandteil im Sortiment des
Elektronik-Amateurfachhandels geworden. Nicht in
allen Fillen kann der Bedarf gedeckt werden — die
Griinde dafiir werden im nachfolgenden Beitrag deut-
lich. Im FUNKAMATEUR werden Beitrége mit In-
formationen und Applikationen iiber das Typensorti-
ment Amateurschaltkreise der Betriebe des VEB
Kombinat Mikroelektronik erscheinen.

Entstehung und Eigenschaften

Im Verlauf der Produktion von Halbleiterbauelemen-
ten fallen je Los (ein Los entspricht einer Produktions-
einheit) Bauelemente gleichen Typs, aber mit unter-
schiedlichen Eigenschaften an. Diese unterschied-
lichen Eigenschaften sind Abweichungen von den
Kennwerten gegeniiber dem Typenstandard. Diese
Inhomogenitdi der Bauelementeeigenschaften resul-
tiert aus den verschiedensten Einfliissen, denen die
Lose in der Bearbeitung unterworfen werden. Als
Ursachen seien nur genannt: geringste Differenzen in
der - Einwirkzeit der verschiedenen Medien, der
Temperatur in den Bearbeitungszyklen, Einwirkungen
von Staub im ProduktionsprozeB sowie Toleranzen in
der Verkappung usw. Die Vielzahl der im Verlauf der
* Produktion zu durchlaufenden Etappen ermdoglicht
zwangslédufig eine Vielzahl von Fehlerursachen.

Die Selektion der Bauelemente in entsprechende To-
leranzklassen erfolgt in den Bearbeitungsetappen der
MeBtechnik — der ZwischenmeBtechnik nach erfolgter
Praparation und der Endmeftechnik nach der Ver-

kappung der Chips. Amateurschaltkreise sind vor- .

rangig Bauelemente, die bei der Endmessung anfallen.
Amateurbauelemente sind voll funktionsfahige Bau-

elemente, konnen aber folgende — gegeniiber dem -

TGL-Typ abweichende Eigenschaften aufweisen:

— abweichende elektrische Parameter, die aber die
logische Funktion nicht beeintrachtigen, z. B. hohere
Ruhestromaufnahme, hohere Reststrome, grofiere
Gatterlaufzeiten und Verzogerungszeiten, ein-
geschrankter Temperaturbereich und bei Speichern
— eingeschrankter Speicherbereich.

— mechanische Abweichungen, die auf die Funktion
keinen EinfluB haben, z. B. MaBabweichungen der
Gehgduse, mechanische Schiiden (z. B. Kratzer) am
Gehiuse, Verzinnungsfehler an den Anschliissen.

Die Lieferung von Amateurschaltkreisen erfolgt auf

der Grundlage von Genehmigungen des ASMW (GL)

ohne Giitezeichen.

Bezeichnung und Kennieichnung

Der Bezeichnungsschliissel beruht auf der Systematik .

der Standardschaltkreise. Der einzige Unterschied zu
den in der DDR-Produktion iiblichen Bezeichnungen
der Standardschaltkreise, d.h. der Typen, deren Lie-
ferung auf Grundlage staatlicher Standards und Fach-
bereichsstandards erfolgt, liegt im 1. Buchstaben (s.
Tabelle 1, oben).

Als Beispiele seien angefiihrt: R 109 D: Amateurschalt-
kreis der Standardtypen A 109D oder B 109 D (Opera-
tionsverstirker); P351D: Amateurschaltkreis der
Standardtypen D351D oder E351D (Teilerschalt-
kreis); S40511 D: Amateurschaltkreis des Standard-

typs U40511D (BCD-zu-7-Segment-Dekoder mit
Zwischenspeicher, Hexadezimalausgabe; CMOS-
Schaltkreis).

Wihrend die Ziffernfolge typspezifischist, enthlt der
letzte Buchstabe zwei Informationen zum Gehzuse des
Bauelementes nach dem Schliissel von Tabelle 1, es
sind dort nur die den Amateur interessierenden auf-
genommen. A

Die Amateurschaltkreise sind mit wenigen Ausnahmen
ihrer Bezeichnung entsprechend gekennzeichnet. Die

Typenkennzeichnung erfolgt auf der Oberseite des
Bauelementes leserichtig parallel zur Reihenfolge der
Anschliisse 1, 2, 3 usw. Aus Platzgriinden kann es
vorkommen, da8 auf den letzten Buchstaben ver-
zichtet wird. Achtung! Es ist auch mdoglich, daB
anstelle des ersten Buchstaben ein Farbpunkt vorhan-
den ist. Im Gegensatz hierzu wurden bisher die An-
fallbauelemente des VEB Funkwerk Erfurt (durchweg
MOS-Bauelemente) mit der Standardkennzeichnung
belassen, erhielten jedoch zusitzlich eine strichfor-
mige Einkerbung an .der Kennungsecke bei An-
schluB 1.

Handhabung von Amateurschaltkreisen

Die angegebenen Grenzwerte sind in keinem Fall zu

iiberschreiten, da dies zu Zerstorungen an den Bau- -

elementen fiihren kann. So ist z. B. zu vermeiden, daf§
durch Storungen die zuliissigen Spannungspegel kurz-
zeitig nicht eingehalten werden. Deshalb ist bei der
Schaltungsdimensionierung immer von den ungiinstig-
sten Bedingungen (Storspannungen, Lastanderungen
am Ausgang, Umgebungstemperaturschwankungen
usw.)- auszugehen. Unter- den Betriebsbedingungen
wird die ordnungsgeméfie Funktion der Schaltkreise
gewihrieistet.

Die angegebenen Kennwerte sind unter festgelegten
MeBbedingungen garantierte Eigenschaften. Informa-
tionswerte sind schaltungstypische Werte unter Be-
triebsbedingungen bei einer Umgebungstemperatur
von 25°C und werden nicht garantiert.

Schaltungstechnik bei TTL-IS [1]

Die Stromversorgung sollte so erfolgen, dal dic Be-
triebsspannung bei Schwankungen der Stromauf-
nahme von TTL-IS stabil bleibt, d.h. die Betriebs-
spannungsversorgung sollte einen geringen statischen
und dynamischen Innenwiderstand haben. Es ist
weiter zu beachten, daf die Stromaufnahme bei hohen

Betriebsfrequenzen mit steigender kapazitiver Be-

lastung der Ausgange stark ansteigt.

Zu beachten und einzuhalten sind die typspezifischen

Ausgangslastfaktoren No. Diese Grofe bestimmt die an

die jeweiligen Ausginge anschlieBbaren normierten

Lasten. Es ist ferner darauf zu achten, da8 das Par-

allelschalten von Gattern, wenn nicht ausdriicklich

gestattet, unzulassig ist! :

Eingénge unbenutzter Gatter sind an Masse zu legen.

Unbenutzte Eingdange von Schaltkreisen sind ent-

sprechend ihrer logischen Funktion mit festem Poten-

tial (L oder H) zu verbinden. Unbenutzte NAND-

Eingange von benutzten NAND-Gattern sind ent-

weder mit benutzten NAND-Eingingen parallel-

zuschalten, an den Ausgang eines unbenutzten Gat-
ters — sofern dessen Eingiinge an ,,.L* liegen — oder
an eine Spannungsquelle vonetwa 3 V zu schalten oder
tiber einen 1-kQ)-Widerstand an Up zu legen. Unbe-
nutzte Flip-Flop-Eingénge sind an ,,H* zu legen und
konnen auch mit Uz verbunden werden, wenn

Us =55V ist.

Fiir die Vermeidung von Fehlfunktionen, die aus dy-

namischen Problemen herriihren, seien hier einige

Grundsitze dargelegt:

— Zuleitungen kurz, niederohmig und induktionsarm
ausfiihren,

— Masseleitungen groBflichig ausfiihren,

— Betriebsspannung auf der Leiterplatte mit
HF-Kondensator (=10nF) und Elektrolytkonden—
sator (10 pF) abblocken,

— Flip-Flops nicht als Treiber verwenden,

— Ausgange von Schaltkreisen moglichst gering kapa-
zitiv belasten,

— moglichst mit geringen Anstiegs- und Abfallzeiten
arbeiten (zur Impulsformung notfalls vorgeschaltete
Schmitt-Trigger verwenden).

Behandlung von MOS- und CMOS-IS

Alle vorgestellten MOS- bzw. CMOS-Bauelemente
sind sehr empfindlich gegeniiber elektrostatischen
Aufladungen. Dies hat zur Folge, daB einige Behand-
lungsvorschriften fiir die Handhabung dieser Schalt-
kreise eingehalten werden miissen, um eine Zerstorung
der Schaltkreise zu vermeiden:

Die Bauelemente sind so zu lagern, daB. simtliche
Anschliisse kurzgeschlossen sind (Lagerung auf Me-
talltabletts o.4.). Eine Lagerung in metallischen Be-
haltnissen ist zu bevorzugen. Beim Herausnehmen der
Bauelemente aus der Verpackung ist das Beriihren der
Anschliisse zu vermeiden (zweckmi@Big ist das Be-
nutzen einer Metallpinzette). Bei der Handhabung der
Bauelemente ist das Tragen von Kleidungsstiicken aus
hochisolierendem Material zu vermeiden.

Die Arbeitsflachen sollen aus leitendem Material be—
stehen und geerdet sein; hochisolierende Kunststoff-,
Glas- oder Holzauflagen als Arbeitsfliche sind zu
vermeiden. Alle Werkzeuge sind zu erden und diirfen
keine Isoliergriffe besitzen; Kunststoffwerkzeuge
sowie Werkzeuge aus eloxiertem Aluminium sind nicht
geeignet. Beim Handloten muf} die Kolbenspitze ord-
nungsgemal geerdet sein und darf keine Verzunde-
rungen aufweisen, da diese als Isolierschichten wirken.
Der Einbau und eine Auswechselung von Bauelemen-
ten muB bei abgeschalteter Betriebsspannung erfol-
gen.

Unter unbedmgter Einhaltung samtlicher Grenzwerte

muB insbesondere ein Uber- oder Unterschreiten der -

Betriebsspannungsgrenzwerte vermieden werden.
Logische Pegel diirfen nicht angelegt werden, solange
die Betriebsspannung abgeschaltet ist. Unbenutzte
Eingénge diirfen nicht offen gelassen werden, sondern
sind auf ein definiertes Potential zu legen (Upp; Usg).
Eingznge, die zeitweilig logisch unbeschaltet bleiben,
sind iiber einen Widerstand auf definiertes Potential zu
legen. Leiterplatten, auf denen MOS oder CMOS-
Bauelemente eingesetzt sind, diirffen nicht unter

Spannung gezogen oder gesteckt werden.

Spezielle Hinweise fiirr CMOs-Is

Ein Betreiben der Logikschaltkreise in der Nihe der
oberen Betriebsspannungsgrenze sollte man vermei-
den, da sich dort unter Umstidnden ein parasitirer
Thyristoreffekt ausbilden kann, der einen Kurzschlu
iiber das Gatter hervorruft und den Schaltkreis durch |
thermische Uberlastung zerstort. Begiinstigend wirken
hierfiir die Betriebsspannung nahe der oberen Grenze,
hohe Umgebungstemperatur, hoher Eingangsstrom
und starke Storquellen. MuB mit solchen Bedingungen
gerechnet werden, so sollte zur Strombegrenzung ein
Widerstand in die Speisespannungszufiihrung ge-
schaltet werden, damit der Schaltkreis vor Zerstorung
beim Auftreten des Thyristoreffekts geschiitzt wird.
Die Priifung, Messung und Fehlersuche sollte mit
MeBmitteln erfolgen, die einen moglichst hohen Ein-
gangswiderstand haben. Es ist weiterhin zu beachten,
daB- die Pegelgrenzen bei CMOS-Bauelementen nicht
identisch mit den TTL-Pegelgrenzen sind. Insofern ist
der Einsatz eines speziellen CMOS-Priifstiftes sinn-
voll.

" Bezugsquellen

Ein Bezugist ausschlieBlich iiber den Facheinzelhandel

moglich. Als Bezugsquellen kommen vorrangig in

Frage:

— Konsum-Elektronik- Versand 7264 Wermsdorf,
Postfach
Ladenverkauf und Versand innerhalb der DDR

— RFT-Amateurfilialen in Berlin und in den Bezirks-
stadten

— Fachgeschifte der Branche Modellbau
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Tabelle 1: Bezeichnungssystem der Amateurschaltkreise - R20D Horizontalosaillator fiir ESE S ED.

R255D _ Horizontalkomb. fiir Thyristorablenkung HFO

3 = R270D Video- und Leuchtdichtesignalverstirker HFO

gmmxtgaf;ty;cfﬂa = Amateurtyp Art des Schaltkreises R273D = Lautstirke/Balance-Einstellung fiir : HFO
(nach TGL,) = 3 Stereo-NF-Verstarker

3 = R274D Hohen/Tiefen-Einstellung fiir Stereo-NF-Verst. HFO
A oder B R - e e ‘R277D _IS zur Punkt- und_‘Bandansteuerung fir 2LED HFO
c N Selalil e st Tohktone o D SR Yorire HEQ

- : Z arese SSareo “R283D Einchip-AM/FM-Empfanger - HFO

U oder V S unipélare Schaltkreise ROLD Imtlatorschaltl.crels HED

- R461D Hall-Schaltkreis HFO

= p R555D” Zeitgeber-Schaltkreis HFO

Letzter Buchstabe Anschluf3art Gehausematerial R 20307 12-W-NE-Verstirker HFO

C Dual-in-line (DIL) ~ Keramik - Unipolare Amateurschaltkreise (chne CMOS-Logikreihe)

D Dual-in-line OIL) Plast S102D 2 NOR mit je 3 Eingiingen PMOS FWE

B DIL mit Kiihifahne - Plast S103D RST-Flip-Flop PMOS FWE

F Flat-pack (FP) ‘ Keramik $104D 2 Aquivalenz-Antivalenz-Gatter PMOS FWE

G Flat-pack (FP) : Plast S105D 6 MOSFET : PMOS FWE

K Gehiiuse mit unlésbarem _ S106D 4 NOR mit je 2 Eingéingen PMOS FWE

Kiihlkorper : ; S107D 3 AND mit je 2 Eingéingenund - PMOS FWE

: = 1 AND/NAND mit 2 Eingéingen

3 S108D 2 J-K-Master/Slave-Flip-Flop PMOS ‘FWE

Tabelle 2: Typenliste der Amateurschaltkreise S112D siebenstufiger Binirteiler PMOS FWE
- - S114D Uhrenschaltkreis 4,194 MHz CMOS ZFTM/FWE

Typ Funktion : Tech- , Her- S118F - Uhrenschaltkreis 32,768 kHz CMOS FWE

nologie _steller’ S121D synchroner Vor/Riickwirts-Zahler - PMOS FWE

mit Zwischenspeicher und 7-Seg-

. . 5 - ment-Dekoder =
Digitale bipolire Amateirschattkreise % S122D synchroner Vor/Riickwarts-Binar- PMOS FWE
P100D *4 NAND mit je 2 Eingdngen TTL HFO g zahler mit Zwischenspeicher und
P103D - 4 NAND mit je 2 Eingdngen, TTL HFO bindrer sowie neg.-bindarer Ausgabe

; Koll. offen = S125D vierstelliger Dekadenzzhler mit PMOS FWE
P110D 3 NAND mit je 3 Eingdngen TTL HFO 7-Segment-Dekoder (Multiplex)
P120D 2 NAND mit je 4 Eingéingen TTL HFO S131G? Uhrenschaltkreis 32,768 kHz mit CMOS FWE
P122D 2-Kanal-Leseverstarker TTL HFO Weck- und digitaler LCD-Anst.
P123D 2-Kanal-Leseverstarker TTL HFO - 822D statisches 1-kbit-RAM NSGT HFO
P126D 4 NAND mit je 2 Eingéngen, TTL HFO S253D dynamisches. 1-kbit-RAM PSGT ZFTM/FWE
Koll. offen S256D dynamisches 16-k X 1-bit-RAM NSGT ZFTM
P130D 1 NAND mit 8 Eingédngen - TTL HFO S311D statisches 5-bit-Schieberegister PMOS FWE
P140D 2 Leistungs-NAND mit je 4 Eing. T HFO S352D dynamisches 64-bit-Schieberegister ~PMOS FWE
P147D BCD-zu-7-Segment-Dekoder/Treiber TTL HFO S551D 256 X 8-bit-PROM (unprogrammiert) PSGT FWE
P150D 2 Exklusiv-OR mit je 2 X 2 Eing. TTL HFO S552C 256 x 8-bit-EPROM PSGT FWE
P151D Doppel-AND-NOR-Gatter m. 4==FT1; HFO S555C 1/2K x 8-bit-EPROM - NSGT ZFTM/FWE
2 x 2 Eingéangen -~ S700D Programmwahl-IS PMOS FWE
‘P153D 1 AND/NOR mit je 4 X 2 Ein- - S705D Vierkanal-Beriithrungstasten-IS PMOS FWE
gangen, erweiterbar 5 S706D Thyristoransteuerschaltkreis PSGT FWE
P154D 1 AND/NOR mit je 4 X 2 Eing. TTL HFO S708D °  Triac-Thyristor-Transistoranst.-IS PMOS FWE
* P160D 2 Expander mit je 4 Eingangen TTL HEQ= o= S710D Achtkanal-Programmwahl-IS PMOS FWE
P172D J-K-Master/Slave-Flip-Flop TTL HFO S711D Binir-zu-1-aus-8-Dekoder PMOS FWE
P174D 2 D-Flip-Flop TTL HFO S808D Zentrale Verarbeitungseinheit (CPU) PSGT. FWE
- PI81C,D  16-bit-RAM 4 TTL HFO S855D Programmierbarey, Parallel-Ein/ NSGT FWE
P191C, D  8-bit-Schieberegister T HFO Ausgabe-Baustein ;
P192C,D  synchroner Vor/Riickwirts- TTL HFO S857D Zzhler/Zeitgeber-Baustein - NSGT FWE
Dezimalziahler S880D 8-bit-Mikroprozessor (CPU) NSGT FWE
P193C,D . synchroner Vor/Riickwirts- TTL HFO < = 2
Binirzihler Soelanl P Sl
P195C,D  4-bit-Links-Rechts-Schieberegister ~ TTL HFO S4001D 4 NOR mit je 2 Eingingen CMOS FWE
~ P200C,D! 4 NAND.mit je 2 Eingéingen 181 b HFO S4011D 4 NAND mit je 2 Eingédngen CMOS FWE
P201 D' 4 NAND mit je 2 Eingangen, TTL HFO ~ S4012D 2 NAND mit je 4 Eingéngen CMOS FWE
Koll. offen 3 S4013D? 2 D-Flip-Flop CMOS FWE
P204D' ~ 6 Inverter: TTL HFO S4015D 2 4-bit-Schieberegister CMOS FWE
P210C, D! 3 NAND mit je 3 Eingéngen TTL HFO S4023D 3 NAND mit je 3 Eingéingen CMOS FWE
P220C, D' 2-NAND mit je 4 Eingiingen TTL HFO S4027D° 2 J-K-Flip-Flop CMOS FWE
P230C, D' 1 NAND mit je 8 Eingingen TTL ~ HFO S4028 D? BCD-zu-Dezimal-Dekoder CMOS FWE
P240D' 2 Leistungs-NAND mit je 4 Eing. ~ TTL HFO S4030D*> 4 Exklusiv-OR CMOS FWE
P251C,D! 2 AND-NOR mit je 2 x 2 Eing. TIL HFO S4035D*>  4-bit-Schieberegister (synchroner CMOS FWE
P254C! 1 AND-NOR mit 3 X 2 und TTL HFO 5 Paralleleingang)
1% 3 Eingéngen ' S4042D7 4-bit-Auffangregister g CMOS FWE
P274C,D' 2 D;Flip-Flop - TTL HFO S4050D 6 nichtinvertierende Treiber" ° CMOS ZFTM
P351D Teilerschaltkreis L "HFO/ZFTM S4093D 4 Schmitt-Trigger mit je 2 NAND- CMOS ZFTM
P355D Zeitschaltkreis fiir Zeitablaufsteuerg. IPL ZFTM/HFO Eingéngen : .

% 2 S40098D 6 Inverter mit Tristate-Ausgéingen CMOS ZFTM
uoge DipolaLe L naten schallkose : : : SA0SOID? 6 nichtinvertierende Treiber .~ CMOS ZFTM
N520D 3-Digit-Analog/Digital-Wandler HFO 2 (Pin-Variante von S4050D)

R109D Operationsverstirker HFO S40511D> BCD-zu-7-Segment-Dekoder mit CMOS ZFTM
R110D Differential-Spannungskomperator : HFO Zwischenspeicher und Hexa- ;
R202D Aufnahme/Wiedergabe-Verstiarker fiir TBG HFO : dezimalausgabe
R210E - NF-Verstarker 1,3W HFO -
-R211D NF-Verstarker 1W HFO die Reihe wird stéindig erweitert!
R220D FM-ZF-Verstarker/Demodulator _HFO
‘R223D DEFE-ZF-Verstarker/Demodulator - - HFO Die vorstehenden Typen sind im Rahmen des Anfalls als Sonderangebot im Fach-
R225D FM-ZF-Verstiarker/Demodulator HFO handel erhiltlich bzw. in Vorbereitung.
R231D RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung HFO 1 Typ mit hoherer Geschwindigkeit
R232D RGRB-Matrix HFO 2 in Vorbereitung .
R240D ~  Bild-ZF-Verstarker HFO 3 VEB FWE = VEB Funkwerk Erfurt (VEB Mikroelektronik ,,Karl Marx‘‘)
R241D Bild-ZF-Verstirker mit interner AFC-Gew. - HFO VEB HFO = VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder
R244D AM-Empfangerschaltung HFO VEB ZFTM = VEB Zentrum fiir Forschung und Technologie Mikroelektronik
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